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Sc 置換 GaFeO3単結晶の磁気特性 

Magnetic properties of Sc doped GaFeO3 single crystal 
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【背景】強誘電秩序と強磁気秩序を併せ持つマルチフェロイック物質は大きな電気磁気効果を示

すことから、省エネルギーなメモリデバイスの材料として注目されている。ε-Fe2O3型酸化物は室

温でこの特性を示す有力なマルチフェロイック材料である。この系の物質はカチオン置換を行う

ことで誘電特性及び磁気特性を操作できることが報告されている[1]。特に Sc 置換は誘電特性にお

いてリーク電流を低減させる効果がある一方、磁気特性における効果は未だ不明瞭な点も多い。 

そこで今回、ε-Fe2O3型酸化物で唯一単結晶作製が可能な GaFeO3に Sc を置換した試料を作製し、

磁気特性における変化を調査した。 

【実験】様々な出発組成の Ga1-x/2Fe1-x/2ScxO3 (x = 0, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30)を用いて Floating Zone

法により単結晶を作製した。作製した試料は粉末 X 線回折法にて結晶構造を調査し、エネルギー

分散型 X 線分光法を用いて組成分析を行った。単結晶の方位はラウエ回折法にて決定した。粉末

および単結晶の試料を用いて磁化の温度依存性および磁場依存性を測定することで磁気特性を調

査した。 

【結果】Fig. 1 に作製した粉末試料における磁化の温度依存性を示す。磁化及びネール温度が Sc

置換量の増加に伴い減少する結果が得られた。ネール温度は約 68 Kから 206 Kの範囲で変化した。

次に x = 0 と 0.30 の試料について、磁化容易軸である a 軸の方向での磁化の磁場依存性を Fig. 2 に

示す。Sc の置換によって残留磁化の減少及び保磁力が増加し、異方性が緩和する結果が得られた。 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Temperature dependence of magnetization        Fig. 2 Magnetic field dependence of  

magnetization along a-axis 

[1] Katayama, T. et al., J. Mater. Chem. C 2017, 5, 12597−12601. 
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